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Rys. 1-758. GFJ47 

Typ tranzystora: tranzystor germanowy 

Fi rma: R F T 

Wykonanie: tranzystor germanowy mesa p-n-p 
w obudowie metalowej, ciężar około 0,4 G 
Zastosowanie: układy wejściowe, mieszające i ge-
neracyjne do 900 M H z 

Typy podobne: Af239 (Tel, Ph, Siem), TT346 
(ZSRR) 
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PRZY - U C B = 2 0 V , I E = 0 

przy - UCE = 15 V, IE = 0 
przy — UEB = 0,3 V, IE = 0 
przy —UC E = 10 V, —I c = 2 mA, 

/ = 100 M H z 
przy -UCE = 10 V, - I C = 2 m A 
przy ~ U C B = 10 V, ~ I C = 2 mA, 

/ = 800 MHz, R G = 60 n 
przy - UCE = 10 V, - I C = 2 mA, 

/ = 800 MHz, R L = 2 kQ 
przy - C / C £ = 10 V, - I c = 2 mA, 

/ = 100 M H z 
przy UCH = 10 V, —7C = 2 m A , 

/ = 30 M H z 
przy -UCB = 10 V, ~IE = 0, / = 100 M H z 

przy — t / C B = 10 V, — I c = 2 mA, 
/ = 800 MHz , y 0 = 16,67 mS 

przy - t / C £ = 10 V, — 7C = 2 mA, 
/ = 800 MHz , r 0 = 16,67 mS 

f = 1800 MHz 

Rys. 1-759. Układ pomiarowy współczynnika wzmóc 
nienia mocy 
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Rys. 1-760. Charakterystyki sterowania prą-
dowego 

Rys. 1-761. Charakterystyki wyjściowe 

!0rGFM7~ 
-tc-fttu) 
-Ucl=parametr 

0 

200 300 100-USE [mv] 500 

Rys. 1-762. Charakterystyki wejściowe 
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Rys. 1-763. Charakterystyki sterowania na-
pięciowego 



Rys. 1-764. Zależność całkowitej mocy strat 
od temperatury otoczenia 

Rys. 1-765. Zależność p rądu zerowego kolek-
tora od temperatury złącza 
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Rys. 1-766. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia mocy od prądu kolektora 

Rys. 1-767. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia mocy od prądu kolektora 
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Rys. 1-769. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia mocy od prądu kolektora 
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Rys. 1-768. Zależność częstotliwości granicz-
nej od prądu kolektora 
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Rys. 1-770. Zależność współczynnika szumów Rys. 1-771. Zależność współczynnika szumów 
od rezystancji źródła od p rądu kolektora 



Rys. 1-772. Zależność współczynnika wzmóc- Rys. 1-773. Zależność współczynnika szumów 
nienia mocy od napięcia kolektor-baza od napięcia kolektor-baza 
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Rys. 1-774. Zależność parametru S22b na-
pięcia UC B i częstotliwości 

Rys. 1-775. Zależność parametru S22e na-
pięcia UCE i częstotliwości 



1-776. Zależność parametru J l l t od prą- Rys. 
du kolektora i częstotliwości 

1-777. Zależność parametru od prą-
du kolektora i częstotliwości 
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Rys. 1-778. Zależność parametru S 2 u od prą-
du kolektora i częstotliwości 
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Rys. 1-779. Zależność parametru S 1 2 b od prą-
du kolektora i częstotliwości 
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Rys. 1-780. Zależność parametru S 2 i e prą-
du kolektora i częstotliwości 
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Rys. 1-781. Zależność parametru S12e od prą-
du kolektora i częstotliwości 
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